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四． 数据处理及作图 

1. 画 VH-IM 和 VH-IS 曲线，用最小二乘法计算斜率 K，计算霍尔元件灵敏度 KH； 

根据实验数据计算出 𝑉 ，并作出 𝑉  - 𝐼  和 𝑉  - 𝐼  曲线图如下： 

 

 

作为补充，由 𝐼  可以计算出磁场强度 B，得到 𝑉  - 𝐵 曲线图如下： 
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可以看出，𝑉  与  𝐼  及  𝐼  均成正比。分别根据两组实验数据使用最小二乘法，以及

公式 𝑉 = 𝐾 𝐼 𝐵 计算得出： 

𝐾 = 0.6569 𝑉/(𝐴 ⋅ 𝑚𝑇) 

𝐾 = 0.6608 𝑉/(𝐴 ⋅ 𝑚𝑇) 

取算术平均数，得到霍尔元件灵敏度 

𝐾 =
𝐾 + 𝐾

2
= 0.6588 𝑉/(𝐴 ⋅ 𝑚𝑇) = 658.84 𝑉/(𝐴 ⋅ 𝑇) 

 

2. 画 B-X 图，描述螺线圈内 X 方向上 B 的分布特征； 

利用前述实验所得 𝐾  计算 𝐵，绘制出 B - X 图如下： 

 

可以看出，在螺线管内部中点附近，B 的大小基本不变，因此可认为很长的通电螺线管

内部为匀强磁场；而在螺线管两端附近，B 的大小变化非常明显，在端点处达到最小值。 

 

3. 作出 Vout-B 关系曲线，并取在线性范围（±6Gs）内数据，根据公式计算各向异性磁阻

传感器的灵敏度 SA； 

利用实验测得 𝐼  以及公式（10-18）计算出 B，得到 Vout-B 关系曲线如下： 
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取 B 在±6Gs 内的部分进行线性拟合并用最小二乘法计算斜率，再将斜率除以 𝑉 ，即

可获得传感器的灵敏度。拟合直线在曲线中表示如下： 

 

最终计算得出的传感器灵敏度 

𝑆 =
𝑉

(𝑉 ⋅ 𝐵)
= 0.8760 𝑚𝑉/(𝑉 ⋅ 𝐺𝑠) 

 

4. 作各向异性磁阻传感器的 Vout-θ 关系曲线，确认输出电压与转角的关系。 

根据实验数据直接绘制出 Vout-θ 关系曲线如下： 
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可以看出，𝜃 从 0°增大到 90°的过程中，𝑉  逐渐降低，曲线形似正弦曲线，符合

规律 𝑅 = 𝑅 + (𝑅 − 𝑅 ) cos 𝜃。 

 

五． 讨论问题 

1. 如何根据 𝐵、𝐼  和 𝑈  方向判断霍尔片的导电类型（N 或 P 型半导体），要求画图说

明。（注：N 型半导体中，载流子为电子；P 型半导体中将载流子视为正离子）； 

 

如图为霍尔元件的示意图。坐标轴规定了电流 𝐼 、磁场 𝐵、电压 𝑈  的正方向。 

假设霍尔片是 N 型半导体，载流子为电子。电子的流动方向与电流方向相反，由于洛

伦兹力的作用，电子向图中的 𝑓  方向偏转，造成 b 侧负电荷的积累，最终在 a，b 面建立

霍尔电场 𝐸 ，以及电势差 𝑉 。在该情况下，若 𝑉  为正值，说明霍尔片是 N 型半导体。 

反之，若 𝑉  为负值，说明霍尔片是 P 型半导体，载流子为空穴（正离子）。 

2. 估算本实验所用霍尔片的载流子浓度。 

由于 𝐾 = ，所以在测得 𝐾  的情况下，可以通过 𝑛 =  估算载流子浓度。 

已知实验所用霍尔片厚度 d=1mm，故计算得 

𝑛 =
1

658.84 × 1.602 × 10 × 1 × 10
≈ 9.473 × 10  𝑚 = 9.473 × 10  𝑐𝑚  


